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Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

貫通、有底を問わず、高アスペクト比に於けるTSV充填メッキの検討を行った。ヴィ
ア内部でのメッキの成長にはヴィア側壁の絶縁用SiO2及びシード層の形成も含め、
ヴィアの断面形状が重要である。具体的には上記薄膜がヴィア首部での成膜時に廂
状の形状にならない事がポイントになる。今回はSiO2成膜温度、ラミネート成膜の
可否、及びシード層メタル膜厚の最適化を図り、ヴィア径10um、アスペクト比11
の形状にてヴィア底部までCuの析出が確認できた。

実験
Experimental

PRマスクでDRIEにより所望のTSVを加工する。FE-SEM(AT-004)にて断面形状で、
ヴィア径、深さ、ヴィア首部でのエッチング太りがないかを確認した。続いて絶縁
用SiO2を200℃で成膜(AT-030)、全面エッチバック、再成膜の最適化を図りFE-
SEMにて廂形状になっていない事を確認、その後でシード層メタルを成膜し
た(AT-095)。結果は断面SEMにより再度確認した。

結果と考察
Results and Discussion

SEM写真より、1um のSiO2、0.7um のTi/Cuが形成され、良好な状態でヴィア側
壁にも形成されている。ヴィア底部ではSiO2 、Ti/Cuとも～1/3の膜厚であった。
この状態でCu充填メッキを行い、TSV底部までのCuの析出を確認した。ヴィア中
部でのボイドが散見される場合があり、更なる最適化が必要である。
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Fig.1 (above) Cross section view of vias after DRIE process. The photo is upside
down. (below) SiO2 and Ti/Cu are formed by PECVD and sputter.
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